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В работе предложена концепция мемристора на основе системы взаимосвязанных спин-орбитальных гетероструктур типа «тя-
желый металл - магнитный туннельный переход», а также способ управления количеством его резистивных состояний путем 
создания выемок на краях ферромагнитного слоя с доменной конфигурацией. Расчёт показывает, что в такой структуре мемри-
стора удается получить устойчивый набор дискретных уровней при пониженном энергопотреблении, затрачиваемом на пере-
ключение между ними. 
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 (а) Схематический рисунок спинтронного мемри-

стора на основе спин-орбитальной гетероструктуры «тя-

желый металл-МТП» с периодическими треугольными 

выемками в свободном ферромагнитном слое. (б) Набор 

гистерезисных петель переключения сопротивления МТП 

при перемещении доменной границы между выемками под 

действием токовых импульсов различной амплитуды 

 

 Изменение сопротивления спинтронного мемри-

стора на базе системы взаимосвязанных спин-

орбитальных гетероструктур 
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